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 چکیده

های خورشیدی، دستیابی به بازدهی های سلولامروزه یکی از دغدغه

های که سلول های فرآیند ساخت استبالا ضمن پایین آوردن هزینه

های پتانسیل برآورده کردن این دو خواسته را دارند. سلول پروسکایت

های خورشیدی محسوب ، از نسل سوم سلولروسکایتپخورشیدی 

اند های بسیاری از خود نشان دادهقابلیت تاکنونشوند که می

های اصلی جایگزینی سلول ٔ  نهیگز عنوانبه هاآنکه از  یاگونهبه

شود. مواد با ساختار پروسکایت معدنی، یاد می ٔ  نهیپرهزخورشیدی 

باشند که امروزه می 3XMB یبعدسهترکیب  صورتبه یطورکلبه

، توجه زیادی را به 3VII-IV-I صورتبهترکیبات پروسکایت هالیدی 

دارای دو  3MAPbIرسانای هیبریدی خود جلب کرده است. نیمه

دهندگی مناسب جاذب قوی نور و انتقال فردمنحصربهخاصیت مهم و 

ساختاری مناسب برای سلول خورشیدی  روازاینباشد، ها میحامل

و  1سیلواکو سازهیشب افزارنرمتوسط  یسازهیشب نیا شود.وب میمحس

که با افزایش ناخالصی لایه جاذب از  ردیگیماز ماژول اطلس انجام 
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 مقدمه
 موردتوجهدو عامل اصلی که در عملکرد هر سلول خورشیدی 

. بر این باشدیمافزایش بازدهی و کاهش هزینه ساخت  ردیگیمقرار 

 راًیاخ .اندقرارگرفته موردمطالعهمختلفی  یهایفناوراساس مواد و 

های های خورشیدی نسل سوم با نام سلولنمونه جدیدی از سلول

های اولیه آن که نمونه اندقرارگرفته موردپژوهشکشف و  تیپروسکا

با رنگ داشتند، اما به  حساس شدههای مشابه سلول یعملکرد

شد، ناپایداری که از مایع بودن الکترولیت ناشی می ازجملهدلایلی 

 ازنظردادند که  جامدحالت تیپروسکاهای جای خود را به سلول

به خاطر ارزان  تیپروسکاهای ولتراند. امروزه سلپایداری مناسب

انگیز در افزایش بازده تبدیل توان قیمت بودن و سرعت شگفت

خورشیدی بر پایه  یهاسلول. اندقرارگرفته موردتوجهالکتریکی، بسیار 

                                                 
1 Silvaco 

فلزی تکنولوژی مطمئنی برای تبدیل _نور هالیدهای آلی یهاجاذب

زمانی که  از .کندیمپایین را معرفی  یهانهیهزانرژی با بازده بالا و 

درصد  1/4خورشیدی پروسکایت با طول عمر بالا و بازده  یهاسلول

 2119درصد در سال 3/14[، بازده 1شد ]گزارش  2112در سال 

 دییتأمورد  2112درصد در سال  9/21[ که بازده 2شد ]گزارش 

بازده فوتوولتاییک بالا به خواص جذبی  نیچن [.3است ] قرارگرفته

بار با طول نفوذ بالا مربوط  انتقالو تعادل در میزان  هالولسبالا این 

اساس  ٔ  نهیدرزمبسیاری  یهاناشناختههمچنان  وجودنیباا. شودیم

 یهاسلولچنین بازده بالایی وجود دارد. اصول و مکانیزم کاری 

مشخص نشده است که  یدرستبهخورشیدی پروسکایت تاکنون 

خورشیدی پروسکایت  یهاسلولجز برای فهم دقیق  نیترمهم

و  ( درصد9/21) یبالابا توجه به بازده بسیار  هاسلول نیا .باشدیم

 یهاسلولهزینه ساخت بسیار پایینشان در مقایسه با سایر 

 و CIGSتلوراید، میکادم خورشیدی بازده بالا از قبیل سیلیکونی،

 است قرارگرفتهدانشمندان  موردتوجه اریبس گالیم آرسناید،

 س  لول یه  امشخص  ه لواکویس   اف  زارن  رمب  ه کم  ک  مقال  ه نی  در ا

، م دارباز جری ان اتص ال کوت اه، ولت اژ      ازجمله تیپروسکا یدیخورش

ه د  ای ن تحقی ق     .ش وند یم  محاس به   ضریب پرکنندگی و ب ازده 

و بهب ود عملک رد آن ب ا     تیپروس کا س لول خورش یدی    یسازهیشب

 باشدیمافزایش ناخالصی لایه جاذب 

 

 حل عددی

است که  p-nحالت یک پیوند  نیترسادهسلول خورشیدی در  یک

ولتاز آن مطابق شکل زیر به ناحیه چهارم -مشخصه جریان

. جریان اتصال دهدیم، به این معنی که به بار توان تحویل شدهمنتقل

نوری هستند که توسط  ٔ  دشدهیتول یهاحاملکوتاه سلول برابر با 

اما با توجه ؛ اندشدهمنتقلارجی خ یهانالیترممیدان جداسازی و به 

 یهاحاملموجود در قطعه این مقدار همواره از  یهابیبازترکبه 

 کمتر است. دشدهیتولنوری 
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